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はじめに 

 我々は、触媒金属の凝集現象を利用した独自の方法に

よって、絶縁基板上にグラフェン薄膜を直接形成するこ

とに成功している[1] [2] [3]。本研究では、予め形成し

た金属 Niパターンを用いて金属凝集をコントロールす

ることで、グラフェン薄膜とデバイスパターンの同時形

成を試みたので報告する。 

 

実験方法 

 実験フローを図 1に示した。C-面サファイヤ基板上に、

パルスアークプラズマ堆積法を用いて基板全面にアモル

ファスカーボン膜を形成した。その上に、厚さ 20nmの

薄い Ni膜を全面に形成した後、フォトリソグラフィ法を

用いてパターニングを行い、厚さ 200nmの Ni 膜を形成

し、その後、グラフェン析出と金属凝集の同時形成を狙

って、1000℃、5分のアニール処理を施した。なお、厚

い Ni 膜のパターン間隔は 3～20μm、幅は 200μmであっ

た。このようにして作製したサンプルについて、表面観

察、ラマン散乱測定、導通特性の評価を行った。 

 

図 1 実験フロー 

 

実験結果 

 図 2に、アニール後のサンプル表面写真を示した。図

に示す通り、形成した Niパターン間では、凝集現象によ

り薄い Ni層が消失していることが観察された。また、図

3のラマン分光測定の結果は、この Ni 凝集が進んだ Ni

パターン間にグラフェン膜が形成されていることを示し

た。作製したサンプルの導通特性を調べたところ、図 4

のようなオーミック特性を示すことが確認された。 

 

まとめ 

以上より、Ni パターンを用いて金属凝集をコントロール

することで、グラフェン生成とデバイスパターン形成を

同時に進行させられることを確認した。今後は電界効果

トランジスタの作製を進めていく予定である。 

 

図 2 アニール後のサンプル表面(電極間 5.5μm) 

 

図 3 電極間グラフェンのラマンスペクトル 
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図 4 グラフェン膜のオーミック性 
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